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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１主面を有する第１基板と、
　前記第１主面上であって、前記第１基板の縁に沿って設けられる枠状の第１金属層と、
　前記第１金属層上に設けられる枠状の接着層と、
　前記接着層よりも上方に位置し、前記第１主面に対向する第２主面を有する第２基板と
、
　前記第１主面上であって、前記第１基板、前記第１金属層、前記接着層、及び前記第２
基板に囲まれて封止された封止空間内に設けられる素子部と、
　前記第２主面上に設けられる枠状の第２金属層と、
を備え、
　前記接着層は、炭化水素系樹脂又は無極性熱可塑性樹脂を含有する共に前記第１金属層
及び前記第２金属層に接着し、
　前記第１金属層において前記接着層が接着する面は、凸部及び凹部が設けられた凹凸面
である、
封止構造。
【請求項２】
　第１主面を有する第１基板と、
　前記第１主面上であって、前記第１基板の縁に沿って設けられる枠状の第１金属層と、
　前記第１金属層上に設けられる枠状の接着層と、
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　前記接着層よりも上方に位置し、前記第１主面に対向する第２主面を有する第２基板と
、
　前記第１主面上であって、前記第１基板、前記第１金属層、前記接着層、及び前記第２
基板に囲まれて封止された封止空間内に設けられる素子部と、
を備え、
　前記第２基板は、金属基板であり、
　前記接着層は、炭化水素系樹脂又は無極性熱可塑性樹脂を含有する共に前記第１金属層
及び前記第２主面に接着し、
　前記第１金属層において前記接着層が接着する面は、凸部及び凹部が設けられた凹凸面
である、
封止構造。
【請求項３】
　前記凸部の平均ピッチは１０ｎｍ以上１μｍ以下であり、前記凹部に対する前記凸部の
平均高さは５０ｎｍ以上１μｍ以下である、請求項１又は２に記載の封止構造。
【請求項４】
　前記接着層は、前記炭化水素系樹脂から構成され、
　前記炭化水素系樹脂は、オレフィン樹脂である、請求項１～３のいずれか一項に記載の
封止構造。
【請求項５】
　前記接着層は、前記無極性熱可塑性樹脂から構成され、
　前記無極性熱可塑性樹脂は、フッ素系樹脂である、請求項１～３のいずれか一項に記載
の封止構造。
【請求項６】
　前記第１基板は、ガラス基板、セラミックス基板、又は半導体基板である、請求項１～
５のいずれか一項に記載の封止構造。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の封止構造を備え、
　前記素子部は有機ＥＬ素子を有する、有機ＥＬ表示装置。
【請求項８】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の封止構造を備え、
　前記素子部はセンサ素子を有する、センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、封止構造、有機ＥＬ表示装置、及びセンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、表示装置として、有機ＥＬ材料（ＥＬ：Electro-Luminescence）を含有する有機
ＥＬ素子を用いた自発光型表示装置が脚光を浴びている。この有機ＥＬ素子は水分の浸入
により劣化するため、当該有機ＥＬ素子には外気から保護される工夫が施される。例えば
、下記特許文献１には、ガラス基板上に設けられる有機ＥＬ素子を、紫外線硬化型樹脂か
ら構成される接着剤と、封止基板とを用いて封止する封止構造が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１５２５１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１の接着剤として、エポキシ樹脂が用いられる。接着剤がエポキシ樹脂等
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の極性基を有する樹脂から構成される場合、当該接着剤内に水分が拡散しやすい。このた
め、上記特許文献１の封止構造においては、水分が接着剤を介して封止された領域内に浸
入するおそれがある。一方、極性基を有さない樹脂等から構成される接着剤を用いると、
基板を構成する材料によっては接着剤が当該基板に良好に接着しないことがある。この場
合、基板が接着剤から剥離してしまうおそれがある。
【０００５】
　本発明は、基板の剥離及び水分の浸入を抑制できる封止構造、有機ＥＬ表示装置、及び
センサを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様に係る封止構造は、第１主面を有する第１基板と、第１主面上であって
、第１基板の縁に沿って設けられる枠状の第１金属層と、第１金属層上に設けられる枠状
の接着層と、接着層よりも上方に位置し、第１主面に対向する第２主面を有する第２基板
と、第１主面上であって、第１基板、第１金属層、接着層、及び第２基板に囲まれて封止
された封止空間内に設けられる素子部と、を備え、接着層は、炭化水素系樹脂又は無極性
熱可塑性樹脂を含有すると共に第１金属層に接着する。
【０００７】
　この封止構造では、接着層は、極性基を有しない炭化水素系樹脂又は無極性熱可塑性樹
脂を含有するため、当該接着層内に水分が拡散しにくくなる。したがって、第１基板、第
１金属層、接着層、及び第２基板に囲まれて封止された封止空間内に設けられる素子部に
水分が浸入しにくくなる。また、接着層は第１金属層に接着する。一般に、炭化水素系樹
脂又は無極性熱可塑性樹脂から構成される接着層は、金属に対して良好な接着性を示す。
このため、例えば接着層が第１基板に接着しにくい場合であっても、当該接着層は第１主
面上に設けられる第１金属層に良好に接着するので、第１基板が接着層から剥離すること
を抑制できる。
【０００８】
　また、上記封止構造は、第２主面上に設けられる枠状の第２金属層をさらに備え、接着
層は、第２金属層に接着してもよい。この場合、例えば接着層が第２基板に接着しにくい
場合であっても、当該接着層は第２主面上に設けられる第２金属層に良好に接着するので
、第２基板が接着層から剥離することを抑制できる。
【０００９】
　また、第２基板は、金属基板であり、接着層は、第２主面に接着してもよい。この場合
、接着層は第２主面と良好に接着し、第２基板が接着層から剥離することを抑制できる。
【００１０】
　また、第１金属層において接着層が接着する面は、凸部及び凹部が設けられた凹凸面で
あってもよい。この場合、接着層と第１金属層との界面の面積が大きくなる。これにより
、外部から封止空間までの当該界面を介した距離が長くなる。したがって、水分が当該界
面を介して浸入しにくくなる。加えて、接着層が第１金属層に接触する面積が増加し、第
１金属層に対する接着層の接着力が向上する。
【００１１】
　また、凸部の平均ピッチは１０ｎｍ以上１μｍ以下であり、凹部に対する凸部の平均高
さは５０ｎｍ以上１μｍ以下であってもよい。この場合、水分が当該界面を介してより一
層浸入しにくくなる。
【００１２】
　また、接着層は、炭化水素系樹脂から構成され、炭化水素系樹脂は、オレフィン樹脂で
あってもよい。
【００１３】
　また、接着層は、無極性熱可塑性樹脂から構成され、無極性熱可塑性樹脂は、フッ素系
樹脂であってもよい。
【００１４】
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　また、第１基板は、ガラス基板、セラミックス基板、又は半導体基板であってもよい。
この場合、接着層は第１基板に接着しにくくなる。しかしながら、接着層は第１主面上に
設けられる第１金属層に良好に接着するので、第１基板が接着層から剥離することを抑制
できる。
【００１５】
　本発明の他の一態様に係る有機ＥＬ表示装置は、上記段落のいずれかに記載の封止構造
を備え、素子部は有機ＥＬ素子を有する。
【００１６】
　この有機ＥＬ表示装置では、封止構造内に有機ＥＬ素子が設けられており、接着層は極
性基を有しない炭化水素系樹脂又は無極性熱可塑性樹脂を含有するため、当該接着剤内に
水分が拡散しにくくなる。したがって、第１基板、第１金属層、接着層、及び第２基板に
囲まれて封止された空間内に設けられる有機ＥＬ素子に水分が浸入しにくくなる。また、
接着層は第１金属層に接着する。一般に、炭化水素系樹脂又は無極性熱可塑性樹脂から構
成される接着層は、金属に対して良好な接着性を示す。このため、例えば接着層が第１基
板に接着しにくい場合であっても、当該接着層は第１主面上に設けられる第１金属層に良
好に接着するので、第１基板が接着層から剥離することを抑制できる。
【００１７】
　本発明の他の一態様に係るセンサは、上記段落のいずれかに記載の封止構造を備え、素
子部はセンサ素子を有する。
【００１８】
　このセンサでは、封止構造内にセンサ素子が設けられており、接着層は極性基を有しな
い炭化水素系樹脂又は無極性熱可塑性樹脂を含有するため、当該接着剤内に水分が拡散し
にくくなる。したがって、第１基板、第１金属層、接着層、及び第２基板に囲まれて封止
された空間内に設けられるセンサ素子に水分が浸入しにくくなる。また、接着層は第１金
属層に接着する。一般に、炭化水素系樹脂又は無極性熱可塑性樹脂から構成される接着層
は、金属に対して良好な接着性を示す。このため、例えば接着層が第１基板に接着しにく
い場合であっても、当該接着層は第１主面上に設けられる第１金属層に良好に接着するの
で、第１基板が接着層から剥離することを抑制できる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の一態様によれば、基板の剥離及び水分の浸入を抑制できる封止構造、有機ＥＬ
表示装置、及びセンサを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、実施形態に係る封止構造を示す概略平面図である。
【図２】図２は、図１のα－α線断面図である。
【図３】図３は、第１変形例に係る封止構造を示す概略断面図である。
【図４】図４（ａ）は、第２変形例に係る封止構造の封止部を示す概略拡大断面図であり
、図４（ｂ）は、第３変形例に係る封止構造の封止部を示す概略拡大断面図である。
【図５】図５は、実施例に係る封止構造を示す概略断面図である。
【図６】実施例１，２及び比較例の乾燥剤の重量変化を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、
以下の説明において、同一要素又は同一機能を有する要素には、同一符号を用いることと
し、重複する説明は省略する。
【００２２】
　図１は、実施形態に係る封止構造を示す概略平面図である。図２は、図１のα－α線断
面図である。図１及び図２に示されるように、封止構造１は、主面（第１主面）２ａを有
する第１基板２、第１基板２上に設けられる枠状の封止部３、封止部３よりも上方に位置
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すると共に主面２ａに対向する主面（第２主面）４ａを有する第２基板４、第１基板２と
封止部３と第２基板４とに囲まれて封止された封止空間Ｓ内に設けられる素子部５、及び
封止空間Ｓ内に設けられる乾燥剤６を備えている。
【００２３】
　第１基板２は、平面視にて略矩形状を有する基板である。したがって、第１基板２の主
面２ａは、略矩形状を有する。第１基板２としては、例えばガラス基板、セラミックス基
板、又は半導体基板が用いられる。また、第１基板２は光透過性及び可撓性等を有しても
よい。本実施形態では、第１基板２としてガラス基板が用いられる。
【００２４】
　封止部３は、第１基板２と第２基板４とを接合する部分である。封止部３は、第１基板
２の主面２ａ上であって、当該第１基板２の縁に沿って設けられる。封止部３は、主面２
ａ上に設けられる枠状の第１金属層１１と、第１金属層１１上に設けられる枠状の接着層
１２と、接着層１２上に設けられると共に第１金属層１１に対向する第２金属層１３とを
有する。封止部３において、第２金属層１３に対向する第１金属層１１の対向面１１ａと
、接着層１２の第１金属層１１に対向する主面１２ａとは互いに隙間なく密着している。
また、第１金属層１１に対向する第２金属層１３の対向面１３ａと、接着層１２の第２金
属層１３に対向する主面１２ｂとは互いに隙間なく密着している。
【００２５】
　第１金属層１１は、第１基板２の主面２ａの縁に沿って設けられると共に枠形状を有す
る。第１金属層１１は、例えば主面２ａ上に設けられた金属膜を枠状にパターニングする
ことによって形成される。この金属膜は、例えば真空蒸着法又はスパッタリング等によっ
て形成される。第１金属層１１は、例えばモリブデン層、ニオブ層、アルミニウム層、ニ
ッケル層、又はクロム層等の種々の金属層である。第１金属層１１は、単層構造でもよい
し積層構造でもよい。第１金属層１１の厚さは、例えば５０ｎｍ以上である。また、第１
金属層１１の幅は、例えば１μｍ以上２ｍｍ以下であり、１００μｍ以上１ｍｍ以下が好
ましい。
【００２６】
　接着層１２は、第１金属層１１及び第２金属層１３に接着する接着剤から構成される枠
状の層である。接着層１２に含まれる接着剤は、加熱により溶融して接着性を発揮し、ヒ
ドロキシル基及びカルボキシル基等の極性基を有さない有機化合物を含有する。このよう
な有機化合物として、例えばオレフィン樹脂等の炭化水素系樹脂、又は、フッ素系樹脂等
の無極性熱可塑性樹脂が用いられる。本実施形態では、接着層１２としてオレフィンフィ
ルムが用いられる。接着層１２の厚さは、例えば５０μｍ以上３００μｍ以下である。ま
た、接着層１２の幅は、例えば１μｍ以上２ｍｍ以下であり、１００μｍ以上１ｍｍ以下
が好ましい。
【００２７】
　本実施形態では、接着層１２の縁は、第１金属層１１の縁及び第２金属層１３の縁から
はみ出ているが、接着層１２の縁は第１金属層１１の縁及び第２金属層１３の縁と揃って
もよい。なお、接着層１２において第１金属層１１に接する主面１２ａ及び第２金属層１
３に接する主面１２ｂの少なくとも何れかには、第１金属層１１上に配置される前に大気
圧プラズマ処理が施されてもよい。大気圧プラズマ処理とは、例えば接着層１２に対して
プラズマ化したガスを照射する処理である。プラズマ化するガスとして、例えばヘリウム
ガスが用いられる。接着層１２に大気圧プラズマ処理を行うことにより、接着層１２にお
いてプラズマ化したガスが照射された表面は活性化する。接着層１２における活性化した
表面を接着面とすることで、当該表面と、第１金属層１１及び第２金属層１３の少なくと
も何れかとは、化学的接着により強固に接合する。なお、上述した活性化とは、表面にダ
ングリングボンド（未結合手）を生成すること、又は当該表面にラジカルを発生させるこ
とである。また、接着層１２には、大気圧プラズマ処理の代わりにオゾンガスが照射され
てもよい。
【００２８】
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　第２金属層１３は、第２基板４の主面４ａの縁に沿って設けられると共に枠形状を有す
る。第２金属層１３は、例えば主面４ａ上に設けられた金属膜を枠状にパターニングする
ことによって形成される。この金属膜は、例えば真空蒸着法又はスパッタリング等によっ
て形成される。第２金属層１３は、例えばモリブデン層、ニオブ層、アルミニウム層、ニ
ッケル層、又はクロム層等の種々の金属層である。第２金属層１３は、単層構造でもよい
し積層構造でもよい。第２金属層１３の厚さは、例えば５０ｎｍ以上である。また、第２
金属層１３の幅は、例えば１μｍ以上２ｍｍ以下であり、１００μｍ以上１ｍｍ以下が好
ましい。本実施形態では、第２金属層１３の幅は、第１金属層１１の幅と揃っているが、
第１金属層１１の幅と異なってもよい。
【００２９】
　第２基板４は、平面視にて略矩形状を有する基板である。したがって、第２基板４の主
面４ａは、略矩形状を有する。上述したように主面４ａは第１基板２の主面２ａと対向し
ている。また、主面４ａは主面２ａと略同一形状となっている。このため、当該主面４ａ
上に設けられる第２金属層１３は、第１金属層１１に対向すると共に接着層１２に接着す
るように位置する。第２基板４としては、例えばガラス基板、セラミックス基板、プラス
チック基板、又は金属基板が用いられる。また、第２基板４は光透過性及び可撓性等を有
してもよい。第２基板４がプラスチック基板である場合、例えば耐熱性を有するポリイミ
ド基板等が用いられる。なお、金属基板は、少なくとも金属元素を含む基板であり、合金
から構成される基板でもよい。また、金属基板は、金属又は合金を主成分とする基板であ
ってもよい。金属基板として、例えば銅板、モリブデン板、又はステンレス板等が用いら
れる。本実施形態では、第２基板４としてガラス基板が用いられる。
【００３０】
　素子部５は、封止空間Ｓ内であって、第１基板２の主面２ａ上に形成される電気素子、
配線、電子回路、及び電子部品等を有する。電気素子は、電気が供給されることにより何
らかの機能を発揮するものであり、例えば発光素子及びセンサ素子等のいずれか一つを有
する。電子回路は、例えば電気素子を駆動させるために動作する回路である。この電子回
路は、例えば主面２ａ上に形成された抵抗、トランジスタ、及びキャパシタ等によって構
成される。電子部品は、例えば集積回路等である。本実施形態では、素子部５内に水分の
浸入によって劣化しやすい素子として一又は複数の有機ＥＬ素子が形成されている。した
がって、封止構造１は有機ＥＬ表示装置となる。
【００３１】
　乾燥剤６は、封止空間Ｓ内の水分を吸着するものである。乾燥剤６は、封止空間Ｓ内で
あって、第２基板４の主面４ａ上に形成されている。乾燥剤６は、シート状又は粉体状等
の固体、又はゲル状である。乾燥剤６は、無機物でもよく有機物でもよい。また、第２基
板４が光透過性を備える場合、乾燥剤６は光透過性を備えてもよい。光透過性を備える乾
燥剤としては、直鎖状又は環状の有機金属化合物が用いられる。この有機金属化合物は、
例えばアルミニウム、ランタン、イットリウム、ガリウム、シリコン、又はゲルマニウム
のいずれかを含む。
【００３２】
　以上に説明した本実施形態に係る封止構造１によれば、接着層１２は炭化水素系樹脂か
ら構成されるオレフィンフィルムである。これにより、接着層１２は極性基を有しないた
め、当該接着層１２内に水分が拡散しにくくなる。したがって、第１基板２と、第１金属
層１１、接着層１２、及び第２金属層１３を有する封止部３と、第２基板４とに囲まれて
封止された封止空間Ｓ内に設けられる素子部５に水分が浸入しにくくなる。また、接着層
１２は第１金属層１１及び第２金属層１３に接着する。一般に、炭化水素系樹脂から構成
される接着層１２は、金属に対して良好な接着性を示す。このため、例えば接着層１２が
第１基板２及び第２基板４の一方又は両方に接着しにくい場合であっても、当該接着層１
２は主面２ａ上に設けられる第１金属層１１と良好に接着するので、第１基板２が接着層
１２から剥離することを抑制できる。加えて、接着層１２は、主面４ａ上に設けられる第
２金属層１３と良好に接着するので、第２基板４が接着層１２から剥離することを抑制で
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きる。
【００３３】
　また、第１基板２は、ガラス基板、セラミックス基板、又は半導体基板であってもよい
。この場合、接着層１２は第１基板２に接着しにくくなる。しかしながら、接着層１２は
主面２ａ上に設けられる第１金属層１１に良好に接着するので、第１基板２が接着層１２
から剥離することを抑制できる。
【００３４】
　また、封止空間Ｓ内には乾燥剤６が設けられてもよい。この場合、封止空間Ｓ内の水分
が乾燥剤６によって吸着されるので、素子部５に水分が好適に浸入しにくくなる。
【００３５】
　以下では、上記実施形態の第１変形例～第３変形例を説明する。第１～第３変形例の説
明では、上記実施形態と異なる点について主に説明する。
【００３６】
　図３は、第１変形例に係る封止構造を示す概略断面図である。図３に示されるように、
封止構造１Ａの第２基板４Ａは、金属基板である。また、封止部３Ａは、第１金属層１１
及び接着層１２のみを有している。したがって、第２基板４Ａの主面４ａには第２金属層
１３が設けられておらず、主面４ａが接着層１２に直接接着している。
【００３７】
　このような第１変形例によれば、接着層１２は、金属基板である第２基板４Ａに対して
良好な接着性を示す。したがって、上記実施形態と同様に、第２基板４Ａが接着層１２か
ら剥離することを抑制できるという作用効果が奏される。加えて、封止部３Ａは第２金属
層１３を有さなくてもよいので、当該封止部３Ａを簡易に形成できる。
【００３８】
　図４（ａ）は、第２変形例に係る封止構造の封止部を示す概略拡大断面図である。図４
（ａ）に示されるように、封止構造１Ｂの封止部３において、第１金属層１１Ａの対向面
１１ａは、複数の凸部２１及び複数の凹部２２が設けられた凹凸面である。凸部２１及び
凹部２２は、例えば硫酸加水等のエッチャントを用いたウェットエッチング、又はＲＩＥ
（反応性イオンエッチング）等のドライエッチングによって得られる。凸部２１の高さ、
凹部２２の深さ、及び凸部２１同士のピッチ等は、それぞれ均一であってもよいし、それ
ぞれ不均一でもよい。また、第１金属層１１Ａの一部の領域に凸部２１及び凹部２２が密
集してもよいし、凸部２１及び凹部２２が散在してもよい。
【００３９】
　隣接する凸部２１同士の平均ピッチＰ１は、１０ｎｍ以上１μｍ以下である。この平均
ピッチＰ１は、隣接する凸部２１の頂点同士の平面視における平均距離である。また、凹
部２２に対する凸部２１の平均高さＨ１は、５０ｎｍ以上１μｍ以下である。平均高さＨ
１は、凹部２２の底点から凸部２１の頂点までの平均高さである。凸部２１及び凹部２２
は、第１金属層１１Ａの幅方向に沿って延在すると共に平均高さＨ１の中心を通過する中
心線Ｃ１を基準として定められる。具体的には、第１金属層１１Ａの厚さ方向において、
中心線Ｃ１よりも第２基板４側を凸部２１とし、中心線Ｃ１よりも第１基板２側を凹部２
２とする。なお以下では、第１金属層１１Ａの幅方向を単に幅方向とし、第１金属層１１
Ａの厚さ方向を単に厚さ方向とする。
【００４０】
　第１金属層１１Ａと同様に、第２金属層１３Ａの対向面１３ａは、複数の凸部３１及び
複数の凹部３２が設けられた凹凸面である。凸部３１及び凹部３２は、凸部２１及び凹部
２２と同様に、例えばウェットエッチング又はドライエッチングによって得られる。この
ため、凸部３１の高さ、凹部３２の深さ、及び凸部３１同士のピッチ等は、それぞれ均一
であってもよいし、それぞれ不均一でもよい。隣接する凸部３１同士の平均ピッチＰ２は
、１０ｎｍ以上１μｍ以下である。この平均ピッチＰ２は、隣接する凸部３１の頂点同士
の平面視における平均距離である。また、凹部３２に対する凸部３１の平均高さＨ２は、
５０ｎｍ以上１μｍ以下である。平均高さＨ２は、凹部３２の底点から凸部３１の頂点ま
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での平均高さである。凸部３１及び凹部３２は、幅方向に沿って延在すると共に平均高さ
Ｈ２の中心を通過する中心線Ｃ２を基準として定められる。具体的には、厚さ方向におい
て、中心線Ｃ２よりも第１基板２側を凸部３１とし、中心線Ｃ２よりも第２基板４側を凹
部３２とする。
【００４１】
　このような第２変形例においても、上記実施形態と同様の作用効果が奏される。また、
接着層１２が接着する対向面１１ａは、凸部２１及び凹部２２が交互に連続して設けられ
た凹凸面である。この場合、接着層１２の主面１２ａと対向面１１ａとの界面の面積が大
きくなる。これにより、外部から封止空間Ｓまでの当該界面を介した距離が長くなる。し
たがって、水分が上記界面を介して浸入しにくくなる。加えて、接着層１２が第１金属層
１１Ａに接触する面積が増加し、第１金属層１１Ａに対する接着層１２の接着力が向上す
る。
【００４２】
　また、平均ピッチＰ１及び平均高さＨ１が上記範囲に定められることにより、接着層１
２の主面１２ａと第１金属層１１Ａの対向面１１ａとの界面を介した水分の浸入が、より
好適に抑制される。
【００４３】
　さらには、第１金属層１１Ａと同様に、接着層１２が接着する対向面１３ａは、凸部３
１及び凹部３２が交互に連続して設けられた凹凸面である。このため、接着層１２の主面
１２ｂと対向面１３ａとの界面の面積が大きくなる。これにより、外部から封止空間Ｓま
での当該界面を介した距離が長くなる。したがって、水分が上記界面を介して浸入しにく
くなる。加えて、接着層１２が第２金属層１３Ａに接触する面積が増加し、第２金属層１
３Ａに対する接着層１２の接着力が向上する。加えて、平均ピッチＰ２及び平均高さＨ２
が上記範囲に定められることにより、主面１２ｂと対向面１３ａとの界面を介した水分の
浸入が、より好適に抑制される。
【００４４】
　第２変形例においては、凸部２１と凹部３２とが互いに対向しており、凹部２２と凸部
３１とが互いに対向している。この場合、接着層１２の偏在が抑制されるので、第１金属
層１１Ａと接着層１２との剥離が抑制されると共に、第２金属層１３Ａと接着層１２との
剥離が抑制される。しかしながら、凸部２１と凸部３１とが互いに対向してもよいし、凹
部２２と凹部３２とが互いに対向してもよい。
【００４５】
　図４（ｂ）は、第３変形例に係る封止構造の封止部を示す概略拡大断面図である。図４
（ｂ）に示されるように、封止構造１Ｃの第２基板４Ｂは、金属基板である。また、封止
部３Ａは、第１金属層１１Ａ及び接着層１２のみを有している。したがって、第２基板４
Ａの主面４ａには第２金属層１３が設けられておらず、主面４ａが接着層１２に直接接着
している。
【００４６】
　第２基板４Ｂの主面４ａにおいて、接着層１２が接着する領域４ｂは、複数の凸部４１
及び複数の凹部４２が設けられた凹凸面である。凸部４１及び凹部４２は、凸部２１及び
凹部２２と同様に、例えばウェットエッチング又はドライエッチングによって得られる。
このため、凸部４１の高さ、凹部４２の深さ、及び凸部４１同士のピッチ等は、それぞれ
均一であってもよいし、それぞれ不均一でもよい。隣接する凸部４１同士の平均ピッチＰ
３は、１０ｎｍ以上１μｍ以下である。この平均ピッチＰ３は、隣接する凸部４１の頂点
同士の平面視における平均距離である。また、凹部４２に対する凸部４１の平均高さＨ３
は、５０ｎｍ以上１μｍ以下である。平均高さＨ３は、凹部４２の底点から凸部４１の頂
点までの平均高さである。凸部４１及び凹部４２は、幅方向に沿って延在すると共に平均
高さＨ３の中心を通過する中心線Ｃ３を基準として定められる。具体的には、厚さ方向に
おいて中心線Ｃ３よりも第１基板２側を凸部４１とし、中心線Ｃ３よりも第２基板４Ｂ側
を凹部４２とする。
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【００４７】
　このような第３変形例においても、上記第２変形例と同様の作用効果が奏される。加え
て第３変形例においては、第１変形例と同様に、封止部３Ａは第２金属層１３を有さなく
てもよいので、当該封止部３Ａを簡易に形成できる。
【００４８】
　また、平均ピッチＰ３及び平均高さＨ３が上記範囲に定められることにより、接着層１
２の主面１２ａと第２基板４Ｂの主面４ａとの界面を介した水分の浸入が、より好適に抑
制される。
【００４９】
　第３変形例においては、凸部２１と凹部４２とが互いに対向しており、凹部２２と凸部
４１とが互いに対向している。この場合、接着層１２の偏在が抑制されるので、第１金属
層１１Ａと接着層１２との剥離が抑制されると共に、第２基板４Ｂと接着層１２との剥離
が抑制される。しかしながら、凸部２１と凸部４１とが互いに対向してもよいし、凹部２
２と凹部４２とが互いに対向してもよい。
【００５０】
　本発明による封止構造は、上述した実施形態及び変形例に限られるものではなく、他に
様々な変形が可能である。例えば、本発明の素子部５は、表示素子の代わりにＭＥＭＳ等
のセンサ素子を有してもよい。この場合、上記封止構造はセンサとなる。また、素子部５
は、表示素子及びセンサ素子の両方を有してもよく、その他の有機エレクトロニクス（有
機半導体素子又は色素増感型太陽電池等）を有してもよい。
【００５１】
　また、上記実施形態及び上記変形例において、接着層１２は枠状に成形されたフィルム
でなくてもよい。例えば、接着層１２は液体状の接着剤を硬化した部材でもよい。この場
合、例えば第１金属層上に接着剤を塗布し、第２金属層を当該接着剤に接合させる。そし
て、熱処理などによって接着剤を硬化させてもよい。また、接着層１２には、接着剤に加
えて種々の添加物が含有されてもよい。例えば、添加物として無機フィラー又は界面活性
剤が挙げられる。無機フィラーを含有する接着層１２内には、水分がより拡散しにくくな
る。界面活性剤を含有する接着層１２と第１金属層との界面、及び当該接着層１２の第２
金属層との界面には、水分がより浸入しにくくなる。なお、接着層１２がフッ素系樹脂等
の無極性熱可塑性樹脂から構成される場合であっても、上記実施形態及び上記変形例と同
様の効果が奏される。
【００５２】
　また、第２変形例において、第１金属層１１Ａの対向面１１ａと、第２金属層１３Ａの
対向面１３ａとのいずれか一方のみが凹凸面であってもよい。同様に、第３変形例におい
て、第２基板４Ｂの領域４ｂのみが凹凸面であってもよい。なお、第３変形例の領域４ｂ
は、主面４ａ全体に形成されてもよい。換言すると、主面４ａ全体に凸部４１及び凹部４
２が交互に連続して形成されてもよい。
【００５３】
　また、上記第２変形例において、平均ピッチＰ１，Ｐ２及び平均高さＨ１，Ｈ２の少な
くとも一つが上記範囲に定められてもよい。同様に、上記第３変形例において、平均ピッ
チＰ１，Ｐ３及び平均高さＨ１，Ｈ３の少なくとも一つが上記範囲に定められてもよい。
【実施例】
【００５４】
　本発明を以下の実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例に限定され
るものではない。
【００５５】
（実施例１）
　図５は、実施例に係る封止構造を示す概略断面図である。図５に示されるように、主面
２ａの中央部に窪み５１が設けられた第１基板２Ａと、当該窪み５１に対向する主面４ａ
を有する第２基板４とを、枠状の封止部３によって接着された封止構造１０１を準備した
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。この封止構造１０１の準備方法を以下にて説明する。
【００５６】
　まず、主面２ａの中央部に窪み５１が設けられた第１基板２Ａと、当該窪み５１に対向
する主面４ａを有する第２基板４とを準備した。次に、主面２ａ上にモリブデンから構成
される金属膜を形成すると共に、主面４ａ上にモリブデンから構成される金属膜を形成し
た。次に、上記金属膜をそれぞれパターニングし、主面２ａの縁に沿った枠状の第１金属
層１１を形成すると共に、主面４ａの縁に沿った枠状の第２金属層１３を形成した。次に
、第１基板２Ａを５０％ａｑの硫酸加水に１０分浸漬させることにより、対向面１１ａが
凹凸面である第１金属層１１Ａを形成した。同様に、第２基板４を５０％ａｑの硫酸加水
に１０分浸漬させることにより、対向面１３ａが凹凸面である第２金属層１３Ａを形成し
た。次に、露点－７０℃のグローブボックス内で窪み５１に乾燥剤５２であるシート状の
酸化カルシウム（ＣａＯ）を約１００ｍｇ充填した。次に、シクロオレフィンポリマー（
日本ゼオン株式会社製ＺＥＯＮＯＲ、登録商標）を枠状に成形したフィルム状の接着層１
２を用いて、第１基板２Ａと第２基板４とを仮止めした。このとき、第１金属層１１Ａの
対向面１１ａと、第２金属層１３Ａの対向面１３ａとによって、接着層１２を挟持した。
そして、不活性ガス中且つ１６０℃以上の条件下で熱処理を行った。これにより接着層１
２を第１金属層１１Ａ及び第２金属層１３Ａに融着させ、封止構造１０１を得た。
【００５７】
（実施例２）
　フィルム状の接着層１２に対して予め大気圧プラズマ処理を施した以外は実施例１と同
様の手法により、封止構造を準備した。大気圧プラズマ処理では、まず周波数が１０ｋＨ
ｚである１０ｋＶの交流電圧をヘリウムガスに印加し、当該ヘリウムガスをプラズマ化し
た。そしてこのプラズマ化したヘリウムを大気中にジェット噴出させ、接着層１２の表面
に照射した。
【００５８】
（比較例）
　封止部３の代わりに、エポキシ樹脂系接着剤（ナガセケムテックス株式会社製ＸＮＲ５
５１６）を用いて第１基板２Ａと第２基板４とを接合し、封止構造を得た。本比較例では
、第１基板２Ａの主面２ａに第１金属層１１を形成せず、第２基板４の主面４ａに第２金
属層１３を形成しなかった。したがって本比較例では、第１基板２Ａ及び第２基板４は、
硫酸加水に浸漬していない。
【００５９】
（高温高湿試験）
　実施例１の封止構造１０１、実施例２の封止構造、及び比較例の封止構造のそれぞれに
対して高温高湿試験を行い、各封止構造内に充填された乾燥剤の重量変化を測定した。高
温高湿試験では、温度を８５℃に設定し、湿度８５％に設定した条件下に各封止構造を３
００時間静置した。
【００６０】
　図６は、実施例１，２及び比較例の乾燥剤の重量変化を示すグラフである。図６におい
て、縦軸は乾燥剤の水分増加量を示し、横軸は試験時間を示している。また、グラフ６１
は実施例１の測定結果を示し、グラフ６２は実施例２の測定結果を示し、グラフ６３は比
較例の測定結果を示している。比較例においては、高温高湿試験を３００時間行った場合
、乾燥剤の重量が約０．０００２５ｇ（０．２５ｍｇ）増加していた。これに対して、実
施例１においては、乾燥剤の重量が約０．０００１ｇ（０．１ｍｇ）増加していた。また
、実施例２においては、乾燥剤の重量の増加が確認されなかった。このため、大気圧プラ
ズマ処理済の接着層１２が用いられた実施例２の封止構造は、最も水分が封止空間Ｓ内に
浸入しにくいことが確認された。
【符号の説明】
【００６１】
　１，１Ａ～１Ｃ，１０１…封止構造、２，２Ａ…第１基板、２ａ…主面（第１主面）、
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３，３Ａ…封止部、４，４Ａ，４Ｂ…第２基板、４ａ…主面（第２主面）、５…素子部、
１１，１１Ａ…第１金属層、１１ａ…対向面、１２…接着層、１３，１３Ａ…第２金属層
、２１，３１，４１…凸部、２２，３２，４２…凹部。

 

【図１】 【図２】
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